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THOMSON-CSF Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN

BCW 90

BCW 91

Ausflihrung Kunststoffgehiuse X 55.
Anwendung NF-Verstirker, Schalter

fiir mittlere Stréme.
Komplementsr zu BCW 92, BCW 93,

Grenzwerte bei Tyy=25°C

vorldufige Daten

BCW 90 |BCW 91
Kollektor-Basis-Spannung Ucpo |90 770 v
Kollektor-Emitter-Spannung Ucgo |40 60 v
Emitter-Basis-Spannung Ugpo |5 v
Kollektorstrom Ic 800 mA
Kollektor-Spitzenstrom Iecm* 1,2 A
Gesamtverlustleistung Piot 0,61 w
“bei T = 25°C 1,55
Sperrschichttemperatur Tj 150 °C
Lagertemperatur Tg -55...+150 °C
Warmewiderstand K/W
Sperrschicht/Luft Ryhy  [<205 )
Sperrschicht/Gehéuse Ryhg  [<81

* Impulsweise gemessen: tp=300us, 6 <2%

03.74
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BCW 90
BCw 91

Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN

vorldufige Daten

Allgemeine Kennwerte bei TU =25°C

-

BCW 90 BCW 91

Kollektor-Basis- ICBO =10 uA U(BR)CBO >50 >70 v
Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter- Icgo=10mA |Ugg) CEO“ >40 >60 \%
Durchbruchspannung
Emitter-Basis- IEBO =10uA U(BR)EBO >5 A\
Durchbruchspannung
Basis-Emitter-Spannung Ic=150mA UBE * <0,85 v
Ucg=2V Ic =500 mA <11
Kollektor-Emitter- Ic=150mA Ucggat * [<0.,25 A\
Restspannung Ig=15mA

IC =500 mA <0,7

Ig=50mA
Basgis-Emitter- IC =150 mA UBEsat * |<0,95 v
Restspannung IB =15mA

Ic=500mA | <1,2

IB =50 mA
Kollektor-Basis- Ucp=40V IcsO <30 nA
Reststrom W— <30
Kollektor-Emitter- Ucp=40V IcEs <30 nA
Reststrom UCE_=60V_— <30
Ty=125°C <4 KA
Emitter-Basis- Ugpg=3V IgBO <30 nA
Reststrom
statische Strom- Gr. A hg g * >60
verst_érkung Gr B >80
UCE =2V
Ic=2mA Gr. C >120 I
Ucg=2V Gr. A 100... 200
I¢=150mA Gr. B 150... 300

Gr. C 200... 400 L
UCE =2V Gr. A >35
IC =500 mA Gr. B >50

Gr. C >80 |

* Impulsweise gemessen: tp= 300us, 6<2%
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THOMSON-CSF

Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN

BCW 90
BCW 91

Allgemeine Kennwerte bei Ty;=25°C (Fortsetzung)

-

vorldufige Daten

BCW 90 BCW 91

Transitfrequenz Ic=50mA fp 120 MHz

UCE =2V

f=100 MHz
Ausgangskapazitét Ucgp=10V |Cgop 7(<15) pF
in Basisschaltung f=1MHz
Eingangskapazitit UgBo=0.5V Ci1p 45 pF
in Basisschaltung f=1MHz

Zulissige
Gesamtverlustleistung
Piot =1(T)
Piot (W)
1,4 \
1,2
10 Rint
\
o \
06
AN
" N
0.2 N X
0
0 50 100 150 T (oC)

hE

300

200

100

Statische Stromverstirkung

Ugp =2V1
C
T N
B N
»
AN
//“" A \
L1 N
o0 ' w? g ma
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BCW 90
BCW 91 Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN

vorliufige Daten

Restspmnunéen Transitfrequenz
UBEsat: UCEsat = f(I¢) fp=1(I¢)
v I /1g =10 fr MHz) Uee - 2V
200
12
]
10 ; y /
BEsat -
08 T
100
06
o i
v
02 CEsat
]
0 |t 0
o' 3 5 102 3 5 ImaA. 0 20 4 8 8 Im)
Ausgangskapazitit Eingangskapazitit
C22b=f(Ucp) Cq1p=f(Ugp)
Lol f=1MHz f=1MH
b Ig=0 Cinp 9F) Ic=0
50
K| 0
\\\
N
10 - 30 \\
N \\
N N
5 h
N
0
3
1 10
- 1 -
1" o’ 0 YW o' 3 s w3 5 upw
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Si-Epitaxial-Planar-Transistoren PNP

BCwW 92
BCw 93

Ausfihrung Kunststoffgehduse X 55.

vorliufige Daten

N 0510 max.
Anwendung NF-Verstirker, Schalter %@n%;i _E
fir mittlere Stréme. ¥ _']
Komplementir zu BCW 90, BCW 91. 2 - a4
Xs5 {0,3g)
Grenzwerte bei Ty;=25°C
BCW 92 |BCW 93
Kollektor-Basis-Spannung -Ucpo |50 70 v
Kollektor-Emitter-Spannung -Ucro |40 60 v
Emitter-Basis-Spannung -UrBo |5 v
Kollektorstrom ’ -I¢ 800 mA
Kollektor-Spitzenstrom oy * 1,2 A
Gesamtverlustleistung Pyot 0,61 w
‘bei Tg=25°C 1,55
Sperrschichttemperatur Tj 150 °C
Lagertemperatur Tg -55...+150 °C
Wéarmewiderstand K/w i
Sperrschicht/Luft Riphy  [<205
Sperrschicht/Geh&use Ring  [<81
* Impulsweise gemessen: tp=300us, 6<2%
03.74
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BCw 92
BCwW 93

Si-Epitaxial-Planar-Transistoren PNP

vorldufige Daten

Allgemeine Kennwerte bei T{;=25°C

BCW 92 BCW 93

Kollektor-Basis- -ICBO =10 uA -U(BR) CBO >50 >70 v
Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter- -ICEO =10mA |~ U(BR) CEO* >40 >60 v
Durchbruchspannung
Emitter-Basis- -IEBO =10 uA 'U(BR)EBO >5 \2
Durchbruchspannung
Basis-Emitter-Spannung -Ic=150mA -Ugg * <0,85 v
-Uce=2V Tc=500mA <1
Kollektor-Emitter- -_IC =150 mA 'UCEsat * <0,25 v
Restspannung -ig=15mA

-Ic=500mA <0,7

-IB =50 mA
Basgis-Emitter- ~I¢=150mA -UBEgat * <0,95 v
Restspannung -Ig=15mA

-Ic=500mA <1,2

'IB =50 mA
Kollektor-Basis-~ -Ucg=40V -IcBO <30 nA
Reststrom :UCBT <30
Kollektor-Emitter- -Ucg =40V -IcES <30 nA
Reststrom W ) <30
Ty=125°C <4 uA
Emitter-Basis- -UEB =3V -IgBO <30 nA
Reststrom
statische Strom- Gr., A ho1g * >60
verstdrkung
U =2V Gr. B >80
-IC =2mA
-Ucgp=2V Gr. A 100... 200
-Ic=150mA Gr. B 150... 300
-Ucg=2V Gr. A >35
-1c=500mA . Gr B S50

* Impulsweise gemessen: t, =300 us, 6<2%
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< BCwW 92

Si-Epitaxial-Planar-Transistoren PNP BCwW 93

vorlédufige Daten

Allgemeine Kennwerte bei T{y=25°C (Fortsetzung)

-

BCW 92 BCW 93

Transitfrequenz -Ic=50mA fp >135 MHz
-Ucg=2V
f=100 MHz
Ausgangskapazitit -U =10V | Cogy 10 pF
in Basisschaltung f= FE[%Z
Eingangskapazitét -Upo=90.5V | Ci1p 40 pF
in Basisschaltung f=1MHz
Zulédssige
Gesamtverlustleistung Statische Stromverstirkung
Ptot=f(T) h21E=f(IC)
14 \
1.2
R the
10
\ 300
0.8 \
B
06 200 A i §
Rinu 0 T Y
N
0.4 ~ \\
\ \ 100
0.2 N\
N
0 0
0 50 106 150 T(°C) 0t 10 o' 0?1 ma)
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BCwW 92
BCw 93 Si-Epitaxial- Planar-Transistoren PNP

vorlidufige Daten

Restspannuongen

Transitfrequenz
UBEsat: UcEsat=f(I¢) fp=1(I¢)
utv) Ic/1g=10 fy (MHz) Uge= 2V
300
i
12 //
20 u p 200 /
BEsat
08 ] o
06
100
04 /
%
A
02 U ,
st
0 il 0
' 3 5 2 35 Ig(mA) 0 20 @ 60 80 Ic mA)
‘Ausgangskapazitit Eingangskapazitit
Cygy, = f(Ucp) Cp=f(Ugg)
Co2b f= 1MHz Cyap (pF) f=1MHz] -
If =0 Ig=0
50
" 60
\~ 5
\\ ’ \\
\\ Q0 N
\
10 ™
30 N
N
5 N \\
0 N
3
1 10
0! 100 o' upW o35 0 3 5w
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< THOMSON-CSF| Lo R0

Complements of BD 302 and BD 304,A B types NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE
Complémentaires des types BD 302 et BD 304,A.B TRANSISTORS NPN SILICIUM, BASE EPITAXIEE

BD 301 and BD 303,A,B Mansistors are inten-
ted for complementary symetry amplifiers :
audio output stages up to 25 W, vertical deflection a4aBVv BD 301
circuits in color TV receivers. v : 60V BD 303
‘Les transistors BD 301 et BD 303,A,8 sont CEO 8oV BD 303 A
“destinés aux amplificateurs a symétrie complémen- 100V BD 303 B
taire ou quasi-complémentaire : étages de sortie
BF jusqu’d 25 W, circuits de déviation verticale Rth(j-c) max 2,3°C/W
en télévision couleurs. Peot ( Tcase 25°C)  55W
. BD 301 :3A
h21g min 30 gp303AB:2A
fy min 3 MHz
Dissipation and lg/g derating X X
Variation de dissipation et de I/g Case 7O 220 AB See outline drawing CB 117 on. last pages
Boitier Voir dessin coté CB 117 derniéres pages
100 %
o
75
\ \ N
50 N\ Weight
\‘% Masse 259
2 X
Collector connected to case
0 Collecteur relié au boitier
50 100 150 Tcase (°C)

ABSOLUTE RATINGS ( LIMITING VALUES) . oc unless otherwise stated

VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION Tj 150 sauf indication contraire
BD 301 BD 303 |BD 303 A |BD303B ’

Collector base voltage

Tension collecteur-base Veeo 60 60 80 100 v

Collector-emitter voltage

Tension collecteur-émetteur Vceo 45 60 80 100 v

Emitter-base voltage

Tension émetteur-base ~ VEBO 5 5 5 5 v

Collector current

Courant collecteur Ic 8 8 8 8 A

Peak collector current

Courant collecteur créte tp 10 ms Icm 12 12 12 12 A

Base current

Courant base ] 2 2 2 2 A

Power dissipation

Dissipation de puissance Tcase 25 °C Ptot 55 55 55 55 w

Junction temperature : o

Température de jonction max Tj +150 +150 +150 +150 C

Storage temperature min — 65 - 65 - 65 - 65 oc

Température de stockage max Tstg +150 | +150 | +150 | +150

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 1976-16 1/7

F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 7\ THOMSON-CSF 283

Tél : (1) 788-50-01 Telex : 610560 ® COMPOSANTS



BD 301, BD 303,A,B

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Test conditions

unless otherwise stated

[
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES | Conditions de mesure ~ Vcase 25 °C sauf indication contraire
min | typ | max
Collector-emitter cut-off current Vce =30V All types
Courant résiduel collecteur-émetteur g =0 ICEO | Tous types 1 mA
Vg =40V
Collector-base cut-off current IE =0 IcBO All types 1 mA
Courant résiduel collecteur-base T(vj) =150 oc Tous types
Emitter-base cut-off current Vgg =5V All types
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 IEBO | Tous types 5 mA
BD 301 45 Vv
Collector-emitter breakdown voltage Ic  =200mA BD 303 60 v
Tension de claquage collecteur-émetteur Ig =0 V(BRICEO| 8p 303 A 80 \
BD 303 8B 100 \
VCE =2V
30
Static forward current transfer ratio Ic =3A BD 301
Valeur statique du rapport de trans- h21e
fert direct du courant VCg =2V
Ic =2A BD 303,AB | 30
Collector-emitter saturation voltage Ic =3A . |All types
Tension de saturation collecteur-émetteur| 1 =0,3 A VCEsat' |Tous types 1 v
Base-emitter saturation voltage Ic =3A . | Al types
Tension de saturation base-émetteur I =03A VBEsat Tous types 15 v
* Pulsed
* Impulsion = 300 us, 6 <2%
DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals ) °
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux ) Tcase 25 °C
Transition frequency Vce =3V All types
Fréquence de transition Ic =03A fr Tous types 3 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction to case thermal resistance All types o
Résistance thermique jonction-boitier Rthij-c) |Tous types 23 C/W

2/7
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BD 301, BD 303,A,B

SAFE OPERATING AREA
AIRE DE SECURITE

Ic 1 RO S O B I 0
(A) Tcase 25°C
475 DC operation
5 Régime continu
a ______ _ Pulsed operation
Régime impulsionnel
3
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BD 301, BD 303,A,8

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

| . collecteur-émetteur
(A) [
e — :
4 " ,—--—-—“——-—
A
Jam
" A
|t
3 Jaet™T40 MA
i —
—"‘m mA
2 r 20 mA
=
1 B
0
0 1 2 3 4 Vee (v)

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant coliecteur en fonction de la tension

e collecteur-émetteur

(mA}
m }/

NN
N

<
40 P 4&
L]

1\

—11g =0 mA ]

40 veetv)

7
286

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

1 collecteur-émetteur

@ -

0 1 2 3 4 Vv

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de Ia tension

|c collecteur-émetteur :

{mA)
«\’Jj//'
160 | 9«\"// //
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BD 301, BD 303,A.B

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

-

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value) RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension collecteur-émetteur en fonction de la Valeur statique du rapport de transfert direct du
v __ résistance base-émetteur (valeur minimum) h courant en fonction du courant collecteur
CE 21E
‘V) T T T _ T v_ T
BD 301 toase = 25 Veg =2V
: J LT D
60 120 S A

\ 7/ /
Darii
. W/ \

\ [ \

45 0

2 4 68 2 4 68
10 g () 102

2 2 46802 46, (4

4 68
107 10

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE
Courant base en fonction de Ja tension base-

|, émetteur

(mA) Vee 2V

4 .

»
[~

0o 0,4 08 1,2 16 VgtV
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BD 301, BD 303,A B

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

-

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension
) base-émetteur
C T,
(A) Veg =2V

(] ~
10 ©
M o
5 of °
&
,j;"/ &
2
8

N
S
z,

102

0 04 038 1,2 1.6 Vge (V)

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de i en Tension de saturation base-émetteur en
v f ion du /) v fe fon du courant coll
CEsa BEsat
“) Lro W T g
s | s
16 16
1,2 1,2 o
' Y
08 / 08 < -
’ =25 =
/ =T | 1]
/ —1
0,4 / 0,4 725
4 & L Kease
/ P | |
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0 i 0
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102 107 ] e (A 102 o 10 I (A
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BD 301, BD 303,A,B

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

-

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Capacité de sortie en fonction de la Fréquence de transition en fonction du
¢ tension collecteur-base courant collecteur
22b T T Io% fe
(pF) tease = 25°C (MH2} Veg=3V
BD 301 s tease = 25°C
BD 303 @==
2
12
. .
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>
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10’ ~NC 10
8
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4
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2 4 6 2 a [
10! VCB(V) 10" lClA)

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
_FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de Ia rési: h ique en
régime d’impulsions

3
Y
A
/
. ]
—_p
6 5’1—_ 1
A Zipn=KPRy |
’ !J
102 [ |
28 25 25 25 z'p'm,

289



/\ THOMSON- BD 302
* m.onsmm':mcfis BD 304 AB

Complements of BD 301 and BD 303,A,B types PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE
Complémentaires des types BD 301 et BD 303,A,8 TRANSISTORS SILICIUM PNP, BASE EPITAXIEE

BD 302 and BD 304,AB transistors are inten-
ted for complementary symetry amplifiers :

audio output stages up to 25 W, vertical deflection —-45V BD 302
circuits in color TV receivers -60V BD 304

V
; Les transistors BD 302 et BD 304,A,B sont CEO -8V BD 304 A
destinés aux amplificateurs a symétrie complémen- -100V BD304B
taire ou quasi-complémentaire : étages de sortie

BF jusqu’s 25 W, circuits de déviation verticale Rth(j-c) max 2,3%/w
en télévision couleurs. Peot { Tcase 25 °c) Ss5W
. BD 302 :—3A
h21E min 3 BD 304AB:—-2A
f min 3 MHz
Dissipation
Variation de dissipation
Case See outline drawing CB 117 on last pages

Boitier 10 220 AB  \oir dessin coté CB 117 derniéres pages

\‘
\ \ Weight
55 % - 25¢g

\ Masse i

L

Collector connected to case
Collecteur relié au boitier

ABSOLUTE RATINGS ( LIMITING VALUES ) unless otherwise stated

.= ]
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION Tj=150°C sauf indication contraire
BD302 | BD304 [BD304A [BD304B .

Collector-base voltage 100
Tension collecteur-base veso ~ 6o — 60 - 80 - v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo ~-45 - 60 - 80 — 100 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO -5 -5 -5 -5 v
Collector current
Courant collecteur lc -8 -8 -8 -8 A
Peak collector current
Courant collecteur-créte tp 10 ms Icm —-12 -12 - 12 -12 A
Base current
Courant base L -2 -2 -2 -2 A
Power dissipation o
Dissipation de puissance Tease 25 °C Ptot 55 55 55 55 w
Junction temperature o
Température de jonction max Tj +150 +150 +150 +150 (S
Storage temperature min — 65 — 65 - 65 — 65 o
Température de stockage max Tstg + 150 + 150 + 150 + 150 C

1976-16 1/7
50, rue Jean-Pierre Timbaud - 8.P.5 291
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE '0‘

Téi : (1) 78850-01  Telex : 610560



BD 302, BD 304,A,B

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Test conditions ° unless otherwise stated
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES | Conditions de mesure Tease 25 °C sauf indication contraire
- min typ max
Collector-emitter cut-off current VCe =-30V All types
Courant résiduel collecteur-émetteur g =0 ICEO | 7ous types -1 ImA
Collector base cut-off current Ve =—-40V All types
Courant résiduel collecteur-base le =0 IcBO | Tous types -1 | mA
T{vj) =150 °C
Emitter-base cut-off current VEB =-5V All types
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 IEBO | 7ous types -5 | mA
BD 302 —45 \
Collector-emitter breakdown voltage lc =-02A BD 304 - 60 v
Tension de claquage collecteur- B = ’ V(BR)CEO| BD 304 A —80 v
émetteur
BD 304B | — 100 \
VCE =-2V
Static forward current transfer ratio Ic =-3A BD 302 30
Valeur statique du rapport de trans- h21g
fert direct du courant VCg ==-2V
| =_2 BD 304,AB| 30
Cc A
Collector-emitter saturation voltage Ic =-3A « |All types
Tension de saturation collecteur émetteur g =-0,3A VCEsat Tous types -1 v
Base-emitter saturation voltage Ic =-3A . |All types
Tension de saturation base-émetteur Ig =-03A VBEsat™ |7ous types -5 (v
* Pulsed
* Impulsion tp=300us, 6§ <2%
DYNAMIC CHARACTERISTICS o
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES Tease 25 °C
Transition frequency VCE = -3V All types
Fréquence de transition Ic =-03A fT Tous types 3 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction to case thermal resistance All types o
Résistance thermique jonction-boitier Rthli-c) | 7Tous types 23 c/w
2/7
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SAFE OPERATING AREA
AIRE DE SECURITE

BD 302, BD 304,A,B

Ic —1 — T T 171717
(A, Tease 25 °C
6 DC operation
5 Régime continu
a _ __Pulsed operation
Régime impulsionnel
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BD 302, BD 304,A,B

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

-

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de Ia tension

IC collecteur-émetteur

(A) —
80 mA —
4 70 mA 1T
l/so ™A [ —
50 mA -
3 =0 A
| T T
/’ mA
-
2 20 mA
o]
1 \, = 10 MA
B
0
0 1 2 3 4 Vee (v)

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

| . collecteur-émetteur
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension
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BD 302,BD 304,A.B

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension colk en f ion de la Valeur statique du rapport de transfert direct du
VCE résistance base-émetteur h21 E courant en fonction du courant collecteur
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BD 302,BD 304,A,B

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
base-émetteur
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BD 302,8D 304,A,B

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Capacité de sortie en fonction de la Fréq ition en f jon du
c tension collecteur-base f courant collecteur
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TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de la rési: que en .
régime d’impulsions
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